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MEMORTA DESCRIPTIVA PARA SOLICITAR PATENTE DE INVENCION EN ESPANA

POR: "CIRCUITO FLIP-FLOP MONOESTABLE!", A NOMBRE DE STANDARD
ELECTRICA, S.A., CON DOMICILIO EN MADRID, CALLE DE

RAMIREZ DE PRADO Ne, 5
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El invento se refiere & un circuito flip-flop moncestable
que'ﬁfiliza semiconducotores activos controlables.

Los circuitog flip~flop monoestables tienen como su nombre
indica un estado inestable y solamente un estado estables. El circuito
flip-flop monoestable puede dispararse al estado inestable mediante un
impulso de disparo. Después de que ha pasado un tiempo definido dicho
flip-flop vuelve automfticamente a su estado esteble. Si el circuito
flip-flop monoestable recibe una serie de impulsos de disparc el ciroui-
to da una serie de impulsos que tiene una duracién de impulsos definida.
Bate duracién de impulscs puede tener un valor firme, pero también puede
variarse si so requiere dioha duracidén de impulsos. En este ocaso, el
circuito flip-flop moncestable puede usarse como modulador de impulsos
en anchura.

Aungue los circuitos £lip-flop biestables pueden disponerse

con regsistencias y condensadores tinicamente y asi pueden hacerse ficil-
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mente en circuitos monolfticos integrados, esto no es posible para los
cirouitos flip~-flop monocestables conocidos porque la duracibén de sus im-
pulsos estd determinads por un elemento RC cuya capacidad debe ser tan
grande sn muchos casos que no puede integrarse en circuitos monolitiocos.

El objeto del presente invento es proporcionar un cirounito
flip-flop moncestable que no requiera capaoidad y que fenga & pesar de
ello las propiedades conocidas de los circuitos flip-flop monoestables.
La finalidad de esta tarea es proporcionar um circuito flip~flop que
pueda integrarse completamente.

En un oircuito flip-flop monoestabie que utilice semiconduo-
tores activos controlables, esto se consigue, de acuerdo con el invento,
al hacer que la duracién de los impulsos, dados por el oircuito flip-
flop monoestable esté determinada por el retardo de blogueo de uno o va-
rios elementos semiconductores. Por lo tanto se considera conveniente
que un circuito £lip-flop biestable formado por los pasos 1y 2 y que
es Qisparado por un impulso accione por lo menos un elemento semiconduc-
tor miguiente, que tenga un retardo de blogueo definido reponiéndose a
su estado original el circuito flip-flop biesiable con el voltaje de sa=
lide de dicho elemento. Es conveniente que uno de los dos pasos del cir—
cuito flip-flop biestable accione dos transistores consctados en serie
oon un retardo de blogueo predeterminado llevéndose los voltajes de sa-
lida de dichos transistores a la base del eleetrodo de control del paso
que acciona dichos transistores para reponer dicho circuito flip-flop
biestable a su estado original, y el retardo de blogueo del otr6 de di-
chos dos pasos es menor que el del transistor que le sigue inmediatamen-
tes Pero también puede ser ventajoso que uno de los dos pasos del cir-
ouito flip-flop biestable accione un transistor que tenga un retardo de
blogueo definido y el retardo de blogueo del paso que actia es igual o
mayoxr que el total del tiempo de crecimiento y decrecimiento del volta-

Jje de colector del transistor, que, a su vez, aociona el electrodo de
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control del otro paso para reponer el circuito flip~flop biestable a su
estado original, siendo el retardo de blogueo de este paso siempre me-
nor que el retardo de blogueo del transistor accionado.

Se considera paiticularmente ventajoso que la ;;1aci6n de
la corriente directa a la carga de espacio que eliming la corriente del
elemento semiconductor sea alta determinando dichos elementos la dura-
cibn del impulso con su ‘tiempo de retardo de blogueo. Esto puede conse-
guirse en una forma adecuada puesto que la corriente directa se lleva a
los elementos semiconductores que determinan con su retardo de bloqueo
la duracibn del impulso a través de un diodd que tiene un retardo de
bloqueo tan corto como sea posible, estando blogueado dicho diodo para
dosconectar la corriente directa, y la carga espacial gque elimina la co-
rriente 0 hace efectiva después del blogueo deja de circular a través
de una resistencia de valor Shmico relativamente elevado.

Pero tambibn puede ser ventajoso gue la corricnte directa se
lleve a los elementos semiconductores que determinan con su retardo de
blogqueo la duracifn de los impulsos a través de un circuito seguidor do
emisor que estd blogusado para desconectar la corriente directs y dicha
cargs espacial que elimina la corricnite ge hace efectiva despuds del
bloqueo deja de circular a través de una resistencia de valor 6hmico rc-
lativamente elevado.

Ia disposicibn de circuito de acuerdo con el invento muestra
la ventaja de que puede hacerse sin utilizar condensadores. La duracién
del impulso del circuito flip~flop monocestable puede variarse con un
voltaje alterno exterior con la ayuda del cual la corriente de elimine-
cibn dc carga de espacio do los clementos somiconduciores dentro del
circuito es modificada, determinando el tiempo de blogueo de estos ele-
montos la duracidn de los impulsos. Asf, es posible fécilmente disefiar
un modulsdor de anchura de impulsos también para un oircuito moncesta-

ble flip~flop de acucrdo ocon el invento. La ventaja sustancial de la
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disposicibn dc circuito deo acucrdo con el invenito oonsisto sin cmbamgo
en que puede integrarse f4cilmente en circuitos monoliticos.

El invento y muchas de sus caracteristicas se explicarin
con detalle con la ayuda de ejemplos que se representan en los dibujos
que se acompafian. Con la ayuda de los esquemas bisicos de las figuras
1a a Jc se explicari el_retardo de blogueo de los semioquuctores en lo
que eutéd basado el invento. Le figura 1a muestra un transistor 3, una
resistencia de colector 4 que estd conectada al voltaje dc bateria %UB.
2 dosigna una resistoncia de acoplamiento, 6 es un conmutador ouyo po-
tencial puede ser positivo o negativo en el punto 1 dependiendo de la
pogicibn del conmutador. 5 indica uns toma en la gue puede derivarse el
voltaje de colector del transistor 3. Los dos voltajes llevados al con~
mutador no deben tener conoxidn a ticrra, sino al voltaje de referencia
al que la corriente de base se hace activa. Para transistores tipo sili-
cbn esto ocurre aproximadamente de 0,5 a 0,7 voltiose Para obtener re-
tardos partioularmente largos es suficiontc con que el voltaje negativo
tonga un valor de por cjemplo # 0,3 voltios con relacibn a tisrra. Esto
pormite utilizar también como conmutador un transistor dol mismo tipo
que el transistor 3.

La figura 1b muestra el curso del potencial 1 durante un
tiempo dofinido, si el conmutador 6 se pasa del potencial positive al
negativo. Esta conmutacién estd considerada on una forma idealizada co-
mo infinitamente rdpida.

La figura {0 muostra ¢l voltajc do colector del transistor
en el punto 5. ElL salto de voltaje en la direccibn positiva tiene lugar
despuds de que ha transourrido un retardo T . Este rotardo eg mayor
cuanto mayor es la corriente directa dsl diodo base emisor, corriente
que circula de potencial positivo a través del conmutzdor, la resisten~
cia 2 a la base del transistor. Dicho retardo es también mayor cuando

menor 6s el volitaje negativo que prcvaleoe en ¢l punto 1 despubs de la
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5.
actuacién del conmutador 6. Cuanto menor es el voltaje de blogueo menor
es la corriento de eliminacién de carga de espacio que ocircula a través
de la resistencia 2 duranic ese tiompo. Para obtoner un retardo T' tan
grande como sea posible el invento hace que la relacidn de la corriente'
directa a la corriente de eliminacién de carga do espacio sea tan gran-
de oomo sea posible. Bstc se consigue, por e¢jemplo haciendo que el vol-
taje positivo llevado al conmutador 6 sea tan grande como sea posible y
que el voltaje negativo sea tan pequefio como sea posible.

La figura 2 muestra un circuito flip-flop biestable conoci-
dos Consiste en los transistores 1 y 2, las resistencias de colector 6
¥y T, las resistenoias de acoplamiento do base 8 y 9 y las rosistencias
de escape de base 10 y 11 que estén conectadas a un voltaje negativo.
Los impulgos positivos de disparo pueden llevarsc al terminal 12 o los
impulsos negativos de disparo al terminal 13. Los transistores siguien~
tos 3 y 4 tionen en relacidén con las resistencias de basec relativamente
grandes 14 y 15 un retardo de blogueo relativamente grande. 16 y 17 re-
presentan las resistoncias de colector de los dos transistores.

Después de que ha transcurrido el tiempo de blogueo se 1lle-
va un impulso positivo a la base del transistor 2 a través de la resis-
tencia de acoplamiento 18 y asf, se repone el eircuito f£flip~-flop bies~
table 5 & su estado original como estaoba antes de la llogada dol impul-
80 de disparo precedente. La resistencia de escape de baso 19 del tran-
sistor estd conectada al cursor de un potencibmetro 20 con la ayuda del
cual puedo variarse el ticmpo de bloguso T’ 4 del transistor 4. De la
misma forma se puede variar también el rotardo de blogueo 4 3 del tran
sistor 3 con oira resisitencia de cscape do base. Consecuentemente, toda
la disposicibén de cirocuito funciona como un flip-flop monoestable. La
forﬁa de funcionamiento de la disposicién de circuito representada en
la figura 2 so explios detalladamentc con ayuda d¢ la Tigura 3.

La figura 3e muestra un impulso pogitivo de disparo llevado
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al terminal 12, Las figuras 3b, 3o, 3d y 3e muestran los voltajes en
los colectores de los transistorss 1, 2, 3 ¥ 4. Lo flecha de la figura
3 indica la causalidad. Del impulso de disparo del terminzl 12 repre—
sentedo en la figura Ja, el borde negativo es causado en sl colector
del transistor 1 (fi@ura 3b). Debido a este borﬁe de impulso negativo
el potencial en el colector del transistor 2 salte a un valor positivo
despubs de que ha pasado un tiempo normalmente muy oorto do bloguso T 2
. (figura 30). Esto asegura que, précticamcnte, al mismo tiempo el vol~
taje de coloctor del transistor 3 se haga negativo repentinamente, con
lo que finalmente, después de gus ha transcurrido un itiempo de blogueo
definido 1f 4, ol voliaje del colector del transistor 4 salte a valores
positivos. Por lo tanto y précticamente al mismo tiempo el voltaje de
oolector dwl transistor 2 salta a valores negativos lo quo o su vez
provooca que solamente despuds do que ha pasado un tiompo de retardo de
blogueo T 3 un salto del volitaje de coloctor del transistor 3 a la 20=-

b
na positiva y dicho salto Pfinalmente causa un salto simuliténeo del vol-
taje de oolectvor desl transistor 4 a la zon; negativa. El salto final a
la zona negativa en el colector del transistor 4 no puede provocar nin~
gln salto de voltaje en ol colector del transistor 2 porque al mismo
tiempo, el voltaje de colector del transistor {1 es positivo y asf, el
potencial de base del transistor 2 permancce positivo a través de la re-
sistencias de acoplamiento 9 a pesar de dicho salto de voliasje. Esle no
gorfa 6l caso si ol rotardo de bloqueo T 1 fuese mayor que el retardo
de blogueo ]: 3, porque entonces el potenclal de colector del transig-
tor {1 no serfa 4odavia positivo de forma gue de nuevo un salto de volta~
Jjo en el colector del transistor 2 seria provocado y, conseouentemente,
1a disposicién de circuito continuarfa automiticamente en £lip-flop, El
sglto de voltajes de colector entre un valor positivo elevado que es
idéntico al voltaje de bateria en los traneistores 3 ¥y 4 y que se defi=~

ne para los transistores 1 y 2 por el tamafio de las resistencias 6 y 9
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o 7y 8 rospectivamente, y un valor posltive pequefio que es por ojemplo
de 0,4 voltios.

1 ¥ 2 do la figuras 4 son los dos transistores de un circuito
£1lip-flop blestable. Ia tnica diferencia del eircuito flip-flop biesta~
ble comparade con el circuito flip-flop 5 de la figura 2 consiste en
que ya ol circuito flip-flop biestable hay un retardo largo do blogueo
definido ‘T 2 del paso 2 por ¢l dimensionado adeouado de la resistencia
de base 21 ¥ la seieocién del tipo de transistor 2. Esto permite hacer
un circuito flip~flop monoestable con s8lo un transistor 3 adicional. 6
¥y 7 son dc nuevo las resisfencias de colector de ambos transistores 1 y
2. 8 es la resistencia de acoplamiento de base y 10 la resistencia de
escape de base del transistor 1. 11 es la resistencia de acoplamiento
sobre la que sc acciona el transistor 3 con el retardo de blogueo 1: 3
por ol transistor 2. 16 es la resistencis do colector de dicho transis—
tor y 22 es la resistencia de acoplamiento sobre la que se acciona ol
transistor 1 a partir de la salida del transistor 3 y asi se repone sl
circuito flip-flop btiestable a su estado original que tenfa antes de la
llegada del impulso negativo de disparo llevado al terminal 23 o del ime
pulso positivo de disparo llevado al terminal 24. En este ojemplo los
retardos de bloguoo " 2 y v 3 se varian porque por medio do las rosis-
tencias de escapoc de base 25 y 26 las corrientes de eliminacién de oarga
de espacio de los transistores 2 y 3 y consecuentemente sus retardos de
bloguoo T 2 y <r* 3 se varfan con la ayuda del potencibmetro 20,

La figura 5 muestra los voltajes on el terminal 24 (figura
5a) y en los colectores de los transistores 1 (figura 5c¢), 2 (figure 5b)
¥y 3 (figura 5d). BEn osta figura, la causalidad ha sido también indioada
mpdiante una flocha. Por ol impulso de disparo del terminal 24 (figura
5a) se provoca un salto do voltaje al negativo simulténeamente on el co-
lector del transistor 2 el ocual causa a su vez un salfo dol voltaje do

coloctor a valores positivos en el colector del transistor 1 después de



200

205

210

215

220

225

8.

qua ha transcurrido el tiempo de retarde de bleoqueo T 1, y en ol colec-
tor del transisfor 3 después de guo ha transourrido el tiempo de retar-
do de blogueo A7 3. El salto de voltajo positivo del voltaje de oolector
on el transistor 3 causa similtdneamonte un salto de volitaje negativo en
ol colector del transistor 41 que a su vez causa un salto positivo del
voltaje de colector del transistor 2 despuds de que ha transcurrido. el
tiompo de retardo de blogueo ~” 2 y dicho salto de voltajo del voliaje
do coloctor del transistor 3 en la diroccifn negativae« El tiempo de re-
tardo de bloqueo 71 del transistor 1 debe ser siempro menor que el
tiempo de retardo de bloguoo q” 3, rorque do otra forma ¢l impulso del
colector del transistor 1 desapareceria. Bl tiempo de retarde de bloqueo

2 del transistor 2 debe scr mayor que el total del tiempo de creci-
miento y decrccimiento del voltaje de colector del transistor 3 porque
de otra forme este impulso de colector desapareceria. También on esta
disposiocibn de circuito el salto de voliaje final a negativo en el oo—
lector del transistor 3 no pusde influenciar al trausistor 1 de ninguna
forma, porque on dicho momento circula una ocorricate ya a travéds de la
rosistencia 8, porque ¢l potencial de colector del transistor 2 ya es
de nuevo positivo. Para mis sumentos del tiempo de retardo de blogueo
se pueden utilizar diodos en vez de las resistencias de acoplamiento de
base 15 de la figura 2 o 21 y 11 do la figura 4 los cuales diodos tienen
un corto tiempo de retardo de blogueo intrinseco que puede despreciarse.
Asf, la corriente dirccta del eleoctrodo de base del iransistor respecti-

vo gse gumenta considerablemente y en consecuencia el tiempo de retardo

“de bloqueoc de dicho transistor se alarga sustancialmente. En otra rea—

lizacidn de esta idea se propone no utilizar diodos sino transigstores
que funcionan como seguidores de emisor (circuito de colector). Por lo
tanto la relacibn de la corricnte directa a la corriente de eliminacién
de carga espacial se aumenta considerablemente, porque, en los diodos

conductores o soguidores dc emisor olrcula una gran corriento directa,
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pero, en el casc de diodos blogucados o seguidos de omisor, circula una
gran corriente climinadore de carga espacial desde la base de los tran—~
gigtores 4 y 3 respectivamente a través de las resistencias 19 y 26 res~
pectivanente.

Este invento corresponde a una solicitud de patente formula~
da en Alemania el 14 de Septiembre de 1967 sefialada con el n® St 27.336
¥ se acoge por lo tanto a los beneficios que otorzan los convenios in-
ternacionales vigentes.

————————— adR I R O il T TR

Los puntos de invencién propis y nueva que se presentan pa-
ra que sean objeto de esta patente de veinte afios son los siguientes:

1 Un circuito flip-flop monocstable que utiliza semicon-
ductores activos oontrolables caracterizado en éste porque la duracién
de log impulsos dados por el circuito flip-flop monoestablo estéd deter—
mingda por el tiempo do rctardo ds blogueo de uno o més elemontos semi-
conductores,

2+ Un circuito flip~flop monoostahle como el del punto 1,
caractorizado en éste porque un circuito flip~flop biestable formado por
los pasos 1 y 2 y quo ea disparado por uu impulso accions por 1o monos
un elemento semiconductor siguiente que tiene un tiempo do retardo de
blogqueo definide reponiéndose el circuitc f£lip-flop biestablo a su esta=
do original ocn el volitaje de salida de dicho slemento.

3+ Un circuito flip-flop monoestable como el del punto 2
caracterizado en ¢ste porgue uno (2) de los dos pasos (1 y 2) del oir-
cuito flip-flop biestable actla dos transistores conoctados en serie
(3, 4) con un tiempo de retardo de blogueo predeterminado, llevéndose
los voltajes de salida de dichos transistores a la base del electrodo
de control del paso (2) que acciona dichos transistores, para reponer
dicho circuite flip-flop biestable a su estado original, y el tiempo de

retardo de blogueo del otro (1) do dichos dos pasos (1 y 2) s menor
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que el del transistor (3) que le sigue inmediatamentec.

4. Un circuito flip-flop monoestable como el del punto 2
caracterizado on éste porque un transistor (3) que tiene un tiempo de
retarde de bloqueo definido (1f 3) es accionado por uno de los pasos
(1 y 2) del eircuito flip~flop biestable y el tiempo de retardo de blo=
queo (7 2) del paso actuante (é) 8s igual o mayor que el total del
tiempo de crecimionto y del ticmpo de¢ decrocimicnto del voltaje de co—
lector del transistor (3) que a su vez acciona el electrodo de control
del otro paso (1), para roponcr el oircuito flip-flop biestable al es-
tado original, siendo el tismpo de bloguco (T 1) de este paso (1) siem
Pre menor que el tiempo de retardo de blogueo (1f 3) del transistor ac—
cionado (3).

5« Un circuito flip-flop monoestable como el de uno de los
puntos 1 a 4 caracterizado en &ste porgue la relacidén de la corriente
directs a la corricnte eliminadora de carga espacial de los elementos
semiconductores es elevada determinando dichos elementos la duracién de
los impuiaos con su tiempo de retardo de bloqueo,

6+ Un circuito flip-flop monocestable como el del punto 5
caracterizado en éste porque la corriente directa se llova a los ole=
mentos de semiconductor que debterminan con su tiempo de retardo de blo-
queo la duracién de impulsos o través de un diodo que tiene un retardo
de blogquso tan corto como sea posible estando bloqueado dicho diodo pam=
ra dosoonectar la corriente directs y la ooiriente de eliminacibn de
carga de espacio se hace efectiva después del blogueo deja de circular
a través de uns resistencia de valor Shmico relativamente elevado,

7s  Un circuito flip-flop monoestable como el del punto 5,
caractorizado on 4ste porque la corrienie directa se lleva & elementos
semiconductores que detecrminan con su tiempo de retarde de blogueo la
duracidn de log impulsos a través do un circuito seguidor de emisor que

estd blogueado para desconectar la corriente directa, haciéndose efec-
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tiva la corriente de eliminacién de carga de espacio después del blogueo
que deja de circular & través de una resistoncia do valor fhmico relati-

vamente alto,
8. Un circuito flip-flop monoestable.
Tal y como se describe en la memoria que antecode, represen~

tado en los dibujos que se acompafian y a los Tines especificados.

Este memoria consta de once hojas escritas por una sola oca-

waria, § 4 SEP. 106

I'ae

'FIGENIO BARROSO

™ Secretario General
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